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Tvåportar: 

Thevéninekvivalent Nortonekvivalent 

 

 

Där 𝑍𝑇𝐻 = 𝑍𝑁 och 𝐼𝑁 = 𝑉𝑇𝐻/𝑍𝑇𝐻.  

 

Komplexa Tal 

𝑧 = 𝑎 + 𝑗𝑏 = |𝑧|𝑒𝑗𝜙  

|𝑧| = √(𝑎2 + 𝑏2), 𝜙 = arctan
𝑏

𝑎
 om 𝑎 > 0. 

 

Komplex Effekt 

𝑆 =
1

2
𝑉𝐼∗ = 𝑃 + 𝑗𝑄 = |𝑆|(cos𝜑 + 𝑗 sin𝜑)  

Skenbar Effekt: |𝑆| [VA] 

𝑃 = 𝑅𝑒{𝑆}= aktiv effekt [W] 

𝑄 = 𝐼𝑚{𝑆} reaktiv effekt [VAr]=[VAR] 

cos𝜑=effektfaktor 

Effekttrianglar för en komplex last 𝑍𝐿 = 𝑅 + 𝑗𝑋 

 

 

Effektanpassning 

𝑍𝐿 = 𝑍𝑖
∗ och max{𝑃𝐿} =

|𝑉|2

8𝑅𝑖
  

 

 

Im

Rea

b



Ideal operationsförstärkare 

 

ip=in=0A. Vid negativ återkoppling är vn=vp. 

 

MOSFET (kortkanal med mättnadshastighet) 

 NMOS (𝑣𝐷𝑆 ≥ 0) PMOS (𝑣𝐷𝑆 ≤ 0) 

Kretssymbol 

  
Strypt 𝑣𝐺𝑆 ≤ 𝑉𝑡0 

𝑖𝐷 = 0 
𝑣𝐺𝑆 ≥ 𝑉𝑡0 
𝑖𝐷 = 0 

Linjärt Område 𝑣𝐺𝑆 ≥ 𝑉𝑡0 
0 ≤ 𝑣𝐷𝑆 ≪ 𝑣𝑔𝑠 − 𝑉𝑡0 

𝑖𝐷𝑆 = 𝐾𝑙𝑖𝑛(𝑣𝐺𝑆 − 𝑉𝑡0)𝑣𝐷𝑆 

𝑣𝐺𝑆 ≤ 𝑉𝑡0 
0 ≥ 𝑣𝐷𝑆 ≫ 𝑣𝐺𝑆 − 𝑉𝑡0 

𝑖𝐷𝑆 = 𝐾𝑙𝑖𝑛(𝑣𝐺𝑆 − 𝑉𝑡0)𝑣𝐷𝑆 

Mättnadsområde 𝑣𝐺𝑆 ≥ 𝑉𝑡0 
𝑣𝐷𝑆 ≥ 𝑣𝐺𝑆 − 𝑉𝑡0 

𝑖𝐷𝑆 = 𝐾𝑠𝑎𝑡(𝑣𝐺𝑆 − 𝑉𝑡0) 

𝑣𝐺𝑆 ≤ 𝑉𝑡0 
𝑣𝐷𝑆 ≤ 𝑣𝐺𝑆 − 𝑉𝑡0 

𝑖𝐷𝑆 = −𝐾𝑠𝑎𝑡(𝑣𝑔𝑠 − 𝑉𝑡0) 

 

 

Integrerande faktor 

𝑦′ + 𝑔(𝑡)𝑦 = ℎ(𝑡) har den integrerande faktorn 𝑒𝐺(𝑡), dvs (𝑦𝑒𝐺(𝑡))
′
= 𝑒𝐺(𝑡)ℎ(𝑡). 

 

 


